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Characterization of Al/Ag film consists of layers sputtered in different gases 
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【緒言】我々は、Ag膜に Al極薄表面層を積層させた Al/Ag膜の高温・高湿度下での凝集耐性を報

告してきている。これまで、両層を全て Ar[1]または Kr[2]の単一のガスを用いてスパッタ成膜してき

たが、ガスとターゲット金属の質量比を考慮すると各層を最適なガスで成膜することにより、より

優れた物性が得られる可能性がある。そこで本研究では、各層でスパッタガスを変えて作製した

Al/Ag膜の特性を調査する。 

【実験方法】高周波マグネトロンスパッタリング装置を用いて、Krガス中で Ag膜(150 nm)を成膜

した後、Arガス中で Al層(1 nm)を積層させた。本稿ではこの Al/Ag膜を AKと表記し、Krガス、Ar

ガスのみで作製したものをそれぞれ KK、AAと表記する。抵抗率は四探針法で測定し、結晶子径は X

線回折法による測定で Ag(111)回折線から算出した。表面形態は原子間力顕微鏡(AFM)を用いて観察

した。 

【結果と考察】Fig.1は Ag単層及び各 Al/Ag膜の抵抗率と結晶子径を示している。その結果、Ag膜

を Kr中でスパッタした KK、AK膜は AA膜よりも Ag膜の結晶子径が単層と同様に大きいため、より

低い抵抗率を示すことが判明した。一方、Al層が極薄であるため、KK、AK間の違いが認められなか

ったものと考えられる。Fig.2に各 Al/Ag膜の AFM像を示す。(c)AK膜の RMS粗さは 0.6 nmと滑ら

かで、 (a)AA、(b)KK膜との粗さの違いは見られなかった。以上の結果から、比較的厚い Ag膜を最

適なガスで作製することにより、低抵抗な Al/Ag膜が得られることが明らかになったが、極薄 Al層

におけるスパッタガスの影響は電気的特性、表面形態においては、認められないことが判明した。 

 

Fig. 1 Electrical resistivity and crystallite size   Fig. 2 AFM images of Al/Ag films  

of Ag and Al/Ag films.           (scanning area:1×1µm2, Z rang:6 nm) 
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